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【はじめに】 

AlGaN/GaN HEMTがハイパワーデバイスとして注目を集めているが、その普及には電流コラプ

スの問題を解決する必要がある[1]。電流コラプスは、キャリアがトラップに捕獲されることにより

生じるので、トラップの評価は重要である。今回、Si基板上 AlGaN/GaN HEMTのトラップ評価を

ドレインコンダクタンス DLTS測定により行ったので、報告する。さらに、Si基板上 n-GaNのト

ラップ評価も行い、Si基板上 AlGaN/GaN HEMTの結果との比較検討も行った。 

【実験方法】 

ドレインコンダクタンス DLTS 信号は、一定電圧のドレイン電圧印加下で、ゲートパルスによ

るドレインコンダクタンス過渡応答を測定することにより得られる。ドレインコンダクタンスは、

Boonton 7200 capacitance meterにより測定した。比較のため、Si基板上 n-GaNにショットキーダ

イオードを作成し、n-GaNのトラップ評価を、容量 DLTS測定を用いて行った。 

【実験結果】 

図１に、Si 基板上 HEMT のドレインコンダクタンス DLTS 信号を示す。３つのピークＡ、Ｂ、

Ｃが観測される。また、図１に示した n-GaNショットキーダイオードの DLTS信号では３つの電

子トラップＥ１、Ｅ６、Ｅ３[2]が観測される。ピークＡ、Ｂ、Ｃは電子トラップＥ１、Ｅ６，Ｅ３

に、それぞれ対応している可能性がある。対応を検討するために、放出時定数のアレニウスプロ

ットを図２に示した。各トラップで観測される温度領域は比較的対応しているよう見えるが、

HEMT のピークＣは、DLTS 測定時定数変化でピーク温度が移動しないという特異な性質を示し

た。また、HEMTの DLTS信号は、DLTS測定前の冷却条件により変化を示した。このような HEMT

の DLTS信号について、さらに検討を行っている。 
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図図１、Si基板上 AlGaN/GaN HEMTのド

レインコンダクタンスDLTS信号と Si

基板上 n-GaN ショットキィーダイオ

ードの容量 DLTS信号 
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図図２、トラップ放出時定数のアレニ

ウスプロット 
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